|||Semiconductor Package Business Strategy 2025

3) BERESEBROAMEME 56

EP/N 4) M IR 58
. e . 5) BBRERR 58
1.\ —YEIRADHIKREESLE 6) TiEBHRH/Cyr— 59
1-1 Ry T —IEIRADRREEE 2 7) BIGDZAVHl—E 60
1-1-1 HREEEREXDT LHEBERE 3 2-6 O—L%REH 66
1-1-2 tHRFELEERE TETS - 57 OSAT £ 20 tt DT LR 1) SEZEHRE 66
EEE" 3 2) HlEikE 67
1-1-3 #5/Cy o — It - {5 OSAT Ef7 20 #0575 LR & 3) RARESEOAMEME 67
BE" 4 4) FEMARFTF KR - (1) 2d2mE0 69
1-1-4 {58 OSAT £ 20 4t DG L#HEB L BE 4 4) FERFE BRI - (2) % TIERE 69
1-1-5 {52 OSAT 71 20 #t DR IFT F—E8 5 5) EFRBIRERR - (1) 255 70
1-1-6 15 OSAT £z 20 #tOEFERI L EAEBR L 6 5) FRBRERR - (2) RITEEE 70
1-1-7 {5 OSAT i 20 # OEEERIFS LB (2023 £ )6 6) TBBURM/Cyr— 71
1-2 BIREENAH K URERERR 7 7) &EIBDTAVRI—E& 72
1-2-1 #IBIBHER?HE (HEZER) 8 2-7 =BGt 83
1-2-2 {5 OSAT ki1 20 0% TR THE RS (BAZRL) 1) EEEME 83
8 2) BIEFRE 84

1-2-3 HRELEERRFHEREOHBEEE 9 3) BERESEBROAMEME 84
1-2-4 HRELBERZTERMREOHBEEE 9 4) ¥EARFTF IR 86
1-2-5 {5 OSAT {7 20 ORI B TREZFERE—E 10 b) FEERERR 86
-2-6 5% OSAT £ 20 #t D EEERREIREEBELL 6) IiFRRME/Nyor— 87
(2023 F) 10 7) RIBOSA V& 88

. e 2-8 MR k=& A MR KA 96

2. ENEEEDED /Yy — I EEHRL 1) EEHER 96
2) HilgikE 96

2-1 vV Z—t%A&tt 12 3) RARESEOAMEME 97
1) SEZEHR 12 4) FERFTF R 98
2) HiExE 13 b) FEERERR 98
3) BERESEBOAMMKE 14 6) IHGRIR#E/Nyr— 99
4) FEERFTERR 15 7) BIHOZAVHEI—E& 100
5) REHRERR 15 2-9 SRRF IV IfRSH 105
6) TIFHEMH/Cyr— 16 1) EEME 105
7)) BIBOZA VH—E 17 2) HBKRE 106
22 EEFINAR & A L—VlRAH - F45 Y THRREH 21 3) BMELSHOFHEE 107
1) EEHRE 21 4) FBEERFGFERR 108
2) HimkE 22 5) FRiERERNR 108
3) FARESEOAEMKE 23 6) IiZRRM#t/Nyr—v 109
4) HERSE PR 24 7) &IBOTAVRI—E& 110
5) RiEEREKRR 24 2-10 FETTLEKA ST 115
6) TiHBRIRM/Syr— 25 1) ZEEHK 115
7) BIBOSA VB 26 2) BIEFRE 115
2.3 LRYRILY hOZY AKRAH 32 3) RERESBOFHEE 115
1) EZEHEE 32 4) HFERFTE KRR 117
2) RBRE 33 b) FEIRERR 117
3) BRESHOFHEE 33 6) TIBAHSH/Cyr— 118
4) HERFE IR 34 7) BIGZDZAVHl—E&E 119
5) FRBERERR 34 2-11 v =7 &1 123
6) IHAlRE/Nyr— 35 1) B 123
7) BIHOSA V-8 36 2) BiErE 124
2-4 EL BRI 44 3) RARESEOAMEME 124
1) SEEEHR 44 4) FERFTF R 125
2) HiEkE 44 b) FEERERR 125
3) BERESBOFMLE 45 6) TR/ YT — 126
4) EEFERR 46 7) BRIBOSA VA& 127
5) BiEERERR 46 2-12 A—F YIRSt 130
6) TiBRUEM/Cy s — 47 1) EEME 130
7)) BIBOZA VH—E 48 2) HBKRE 131
2-5 o vBEBSKASH 55 3) HARESEBOAMEME 131
1) EEHRE 55 4) FBEAERFERR 132
2) HimkE 56 5) FRiERERNR 132

A LS| database

FEE)Cy T — I E IR X 2025



Semiconductor Package Business Strategy 2025

6) IBAlR#/N v r—y
7) BRIBDSA VHl—&
2-13 BB~ 707N+ AkRatt
1) EEEK
) RiERE
) BRESEBOAMAMKE
) FERFE BRI
) EEERERR
) ITHEARE/Ny r—y
7) RIBDOSAVRI—E
2-14 29 v L —BSHKREHt
1) EZEHREE
2) Hfmik&
3) FRESHOABME
4) YERFE R
5) HERERR
6) IHRlRE/yor—
7) RIFDSA VFI—8
2-15 R oA et
1) S
2) ®fEixE
3) BERESHBOAEME
4) FEERF R
5) RIFRERR
6) IBAlR#/N v Ir—y
7) BRIBDSA VHl—&
2-16 T aA—IT 7Y UikRet
1) EEEK
) RiERE
) BRESEBOAMAMKE
) FERFE LRI
)
)

OO wWwN

SERERR
TSRl /Sy r—
7) RIBOSAVRI—E
2-17 T2 U7 I AEREH
1) EZEHEE

2) Bfmik&

3) FRESHOABME
4) YERFE ERR

5) EERERR

6) IHRRE/yor—
7) RIFDSA VFI—E
2-18 frAXSHA VI

1) S

2) ®fEixE

3) BHERESHBOAEME
4) FEERF R

) REREIRR

) IHRIRHENy r—
) BIGOZA VFI—8

OO~ wWwN

~N O O

3. BHAEERBED /Y T — I B

3-1 Intel Corporation
1) FEEEK

) RIFRE

) ERESEBROAME

) FEEFFERR

) RIFERERR

) ISRl o —

) BIHOZA VHI—&

NOoO o~ WN

133
134
137
137
138
138
139
139
140
141

143
143
144
144
145
145
146
147
151

151

151

152
153
153
154
155
158
158
158
158
160
160
161

162
165
165
166
166
167
167
168
169
171

171

172
172
173
173
174
175

178
178
180
180
183
183
184
185

3-2 Texas Instruments 192
1) FHEE 192
2) RER&E 193
3) HERISEBROAMEME 193
4) FEAFFTERR 195
5) RERERR 195
6) IJBAlE#/ Y r—Y 196
7) BIBOZAVEl—E& 197
3-3 Micron Technology 203
1) S 203
2) BER&E 204
3) FRESEBROAMEME 205
4) FEAFKFTERR 206
5) RERERR 206
6) ITHAlRME/ Sy or— 207
7) {RIBDZAVEI—E 208
3-4 ON Semiconductor 214
1) HEEK 214
2) RiFRE 215
3) FARESEBROAMME 216
4) FEERF KRR 217
5) ERIEHRER 217
6) TIHBAlEF/N Y r—Y 218
7)) BIGBDOZAVEI—E& 219
3-5 Analog Devices 231
1) FHEE 231
2) RER&E 232
3) HERESEBROAMEME 232
4) FEAFKFTERR 234
5) RERERR 234
6) IJBAlE#/ Y r—Y 235
7) BIHBOZAVEl—E& 236
3-6 Samsung Electronics 239
1) S 239
2) BEiR&E 240
3) FRESEBROAMEME 241
4) FEAFKFTERR 242
5) RERERR 242
6) TITHAlRME/ Sy or— 243
7) ®BIBDTAVEI—E 244
3-7 SK Hynix 247
1) HEEK 247
2) RIFRE 248
3) FARESEBROAMME 249
4) FEERF KRR 250
5) ERIERER 250
6) TIHBAlEF/N Y r—Y 251
7)) BIGBDZAVEI—E& 252
3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing
Corporation) 255

1) EHEE 255
2) BIFRE 256
3) HRESEBROAMEME 257
4) FEFKFT LRI 259
5) RERERNR 259
6) TITHAlRE/ Sy or—y 260
7) BIBDOSAVEI—E 261
3-9 Infineon Technologies 266
1) EFEEK 266
2) RIFRE 267
3) FRESEBROAMEME 268

LS| database

FEE)Cy T —I Y R RERE 2025



|||Semiconductor Package Business Strategy 2025

4) FEFKFT KRR 270 5) RiERERRT 337
5) REHRERR 270 6) TR/ Cy r—y 338
6) TiHRlRHE/Cyor— 271 7) &EIBDTAVEI—& 339
7)) BIBDTAVEI—E 272 4-6 TAYAVEFILEKRASH 343
3-10 NXP Semiconductors 282 1) ZEEHHRR 343
1) SEEEHRE 282 2) HRigikE 343
2) RER&E 283 3) HERESHBOAMME 343
3) ARESEBOAMAMKE 283 4) FERF KRR 344
4) FEAFKFT LRI 285 5) HiEikERR 344
B) HfEikERNR 285 6) IFRRM/yor— 345
6) IHRlRE/N vy r—v 286 7) EIHDTAVEI—& 346
7) ETEHEDSAVEI—E 287 4-7 AR I AT 347
3-11 STMicroelectronics 291 1) ZEEHAR 347
1) EFEEK 291 2) BfEix& 347
2) HEE 292 3) ARESEOARAME 347
3) ARESEBOAMME 293 4) FEEF R 348
4) FEERFERR 294 5) HiEiRERRT 348
5) REHRERR 294 6) TiZRlREt/Syr—y 349
6) TITHAlRRME/ Sy or— 295 7) BIBOZA VHI—& 350
7) &EIBDTA V-8 296 4-8 WFEBEFIEKASHT 352
1) EEEMK 352
. = 2) BfEiRE 352
4. EA OSAT (D /Cy &r — I B HERE 3) BRESHOAMME 352
VANNE S 1 iy 353
4-1 7AABTFHRASH 306 5) BEIRERR 353
1) EFEEK 306 6) TR/ Cyr—y 354
2) Hfwiks 307 7) &EIBDTAVEI—& 355
3) MR ESHBOAMEME 307 4-9 KEEFHASHT 358
4) FEERFT KRR 308 1) SEEEHRE 358
5) REHRERR 308 2) HRigikE 358
6) IR/ Xy r—v 309 3) FRESEBROAMEME 358
7) BRIBODSA VR—& 310 4) FEEF KRR 359
4-2 FIHBEKITERASH 315 5) HiEikERR 359
1) SRR 315 6) IFRIRM/Nyor— 360
2) HfEiks 316 7) EIHDTAVEI—E& 361
3) HEISHBROAMME 316 4-8 KA EHBFHTET 362
4) FEFRFT KRR 317 1) ZEEEHRR 362
5) REHRERR 317 2) HiEikE 362
6) IHBAlEF/N Y r—Y 318 3) ARESEOAMAME 362
7) ETHEDTAVRI—E 319 4) FEMAFFT R 363
4-3 RS MBEEREIERT 320 5) RHfmiz&ERR 363
1) SEEEHRE 320 6) TiZRlREt/Syr—y 364
2) HEkE 321 7) BIHEDTAVEI—8 365
3) ARESEBOAMAMKE 321
4) FEAFFT LRI 322 \ )
5) RERERR 322 5. ¥4k OSAT BED/Cy & — I E R
6) THAlRE/ Sy or—y 323
7) &IBOTA VI8 324 5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering) 368
4-4 NEEBHIIL—7 328 1) SEEEERS 368
1) EEEK 328 2) HigikE 369
2) RERE 329 3) HERESBOAMME 369
3) ARESEBOAMME 329 4) FEEFEHRR 371
4) FEERFTERR 330 5) HRiBRERR 371
5) REHRERR 330 6) TiZRlREt/Syr—y 372
6) IHAlRE/N Xy r—v 331 7) BIHDTAVEI—8 373
7) BIHBDOZA VHI—& 332 5-2 Amkor Technology 392
4-5 TATYv I ARY LAZKASHT 335 1) SEZEHES 392
1) EFEEE 335 2) HisiR& 393
2) HfEiks 335 3) FERESEBROAMEME 394
3) HEISHBROAMME 336 4) FERTE KRR 396
4) FEFFERR 337 5) HRiERERRT 396

C LS| database

FEE)Cy T — I E IR X 2025



Semiconductor Package Business Strategy 2025

6) IHBAllRH/\vTr— 397 3) FARESEBOAMMKE 516
7) BIBEDTAVEI—E 398 4) FEEF KRR 517
5-3 JCET Group 418 5) RiEiRERRT 517
1) SR 418 6) IBAlR#/ v —Y 518
2) RIFRE 419 7) ETHEDSAVRI—E 519
3) FRESBROAMME 420 5-11 OSE (Orient Semiconductor Electronics) 524
4) FEMHFERR 422 1) S 524
5) RERERR 422 2) HIFRE 525
6) IBRRH/N v Ir—y 423 3) FAXESHBROAMME 525
7) EIHEDSAVE—& 424 4) FEEFRF KRR 526
5-4 Tongfu Microelectronics GEEMEF) 430 5) ®RiEiRERRT 526
1) SEZEH 430 6) ITHAlRME/ Sy or— 527
2) RERE 431 7) ®RIBDOZAVEI—E& 528
3) ARESEBOARME 432 5-12 SFA Semicon 529
4) FEERF LR 433 1) SEEEEEE 529
5) RIERERR 433 2) BIFRE 530
6) IBAIRHE/N v Ir—y 434 3) FESBROFMME 530
7) &IOS V& 435 4) FEAHTE R 532
5-5 Powertech Technology 445 5) ERIERER 532
1) EEEEBK 445 6) IHBAlEF/N Y r—Y 533
2) #iERE 446 7) BIGBDOZAVEI—E 534
3) ARESEBOAMME 447 5-13 Nepes 537
4) FEEHF LR 449 1) SR 537
5) ®EiRERR 449 2) RIBKRE 538
6) IHBAllRH/N\yTr— 450 3) FARESEBOAMEMKE 539
7) BIBEDTAVEI—E& 451 4) FEEFT KRR 540
5-6 UTAC 462 5) RiEiRERRT 540
1) SR 462 6) IJBAlE#/ Y or—y 541
2) RIFRE 463 7) ETHEDSAVRI—E 542
3) FRESBROAMME 464 5-14 Carsem 548
4) FEHEF KRR 466 1) ZEEEEEE 548
5) RERERR 466 2) HIFRE 549
6) IBRRH/N v Ir—y 467 3) FAXESHBROAMME 549
7) EIHEDSA VR 468 4) FEEFF KRR 550
5-7 Tianshui Huatian Technology (TSHT) 477 5) RIERERRT 550
1) SZEH 477 6) ITHAlRME/ Sy or— 551
2) RERE 478 7) ®RIGBDOZAVEI—E& 552
3) HERESEBOAMAME 479 5-15 Formosa Advanced Technologies (FATC) 555
4) FEEF LR 480 1) EEEEEE 555
5) RERERR 480 2) RIFRE 556
6) IBAHRHE/N v Ir—y 481 3) FESBROFMME 556
7) BIBDSAVEI—E& 482 4) FEFRF KRR 557
5-8 ChipMOS Technologies 493 5) BREHRERR 557
1) EEEEB 493 6) IHBAlEF/N Y r—Y 558
2) #iE®RE 494 7)) BIBDOZAVEI—E& 559
3) HRESHBROAMME 494 5-16 Walton Advanced Engineering 560
4) FEEHF LR 496 1) SR 560
5) BERERR 496 2) HiEkE 561
6) IHAllR#/\vTr— 497 3) FARESEBOAMEMKE 561
7) BIEDTAVEI—E 498 4) FEEF KRR 562
5-9 Chipbond Technology 502 5) RERERR 562
1) SR 502 6) IJBAlE#/ Yo —y 563
2) RIFRE 503 7) ETHEDSAVRI—E 564
3) HRELSBROAMME 504 5-17 Signetics 570
4) FEMHKFERR 505 1) S 570
5) RERERR 505 2) HIFRE 570
6) IBARH/N v Ir—y 506 3) FAXESHBROAMME 571
7) EIHEDSAVE—& 507 4) FEEFRF KRR 572
5-10 HANA Micron 514 b) RfEiRERR 572
1) R 514 6) IHAlRat/ Ay —y 573
2) RIERE 515 7) ®RIGBDZAVEI—E& 574

LS| database D

FEE)Cy T —I Y R RERE 2025



|||Semiconductor Package Business Strategy 2025

5-18 Suzhou Good-Ark Electronics 575
1) HEEE 575
2) RERE 575
3) ARESEOAMME 576
4) FEERFT KRR 577
5) ®EiRERR 577
6) IHBAHEH/CyTr— 578
7)) BIBDTAVEI—E 579

5-19 China Wafer Level CSP 582
1) EHEEK 582
2) RIE®RE 583
3) HERESEBROAMME 583
4) FEARFE KRR 584
5) BEIRERR 584
6) THHRlRE/Syr— 585
7) BIBDS1VEI—E& 586

E LS| database

FEE)Cy T — I E IR X 2025





